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 要  旨 
現在フレキシブルなデバイスの要求が高まっている。その実現のため高温での作製
に耐えられない基板への絶縁膜作製技術が求められている。低温で作製した絶縁膜に
は、絶縁強度が低い、リーク電流が大きい、界面準位密度が高いという問題点がある。 
中でも様々な特性に影響を与える界面準位密度を測定する事はMOS絶縁膜を評価
するにあたり重要な意味を持つ。一般に界面準位密度を測定するにはフラットバンド
電圧の理論値とのズレから導出するTerman法や高周波と低周波のCV特性の比較か
ら導出する Quasi-Static 法が用いられる。しかし Terman 法は固定電荷も界面準位
として算出してしまい、Quasi-static 法は試料に高い絶縁性を要求するため、これら
の方法では低温で作製した絶縁膜のようなリークの大きなMOS絶縁膜の界面準位密
度を正確に評価することはできない。そこで我々はパルス電圧を印加した際のキャパ
シタンスの過渡応答より欠陥準位を導出する C-t 法を用いて低温で作製した MOS 絶
縁膜の界面準位密度を評価した。C-t 法は界面準位の算出に捕獲断面積とキャリアの
熱速度が必要になるが、試料に高い絶縁性を要求せずに界面準位密度の測定が可能な
ため低温で作製した絶縁膜の評価に適していると考えられる。本研究では C-t 法を用
いて 400℃で作製した低温酸化膜 MOS キャパシターの界面準位を測定した。 
まず熱酸化膜のC-t法を用いて算出したキャリア表面生成速度を文献値と比較しそ
の妥当性を確認した。それと同時に Quasi-Static 法の界面準位密度 Dit=5.6×1010 
[/cm2eV]と比較し使用したバルクの捕獲断面積と熱速度を算出した。その後 400℃で
作製した低温酸化膜 MOS キャパシターの界面準位を測定し Dit=5.6×1011[cm2eV]と
いう値を算出した。この値は研究室で依然測定した試料の Dit=1.0×1011[cm2eV]と比
べ大きな値を取っているが Terman 法の Dit=1.0×1012[cm2eV]と比較するとより近い
値を取っていることが確認できる。 
以上より本研究成果より、C-t 法により絶縁性の乏しい低温作製酸化の膜界面準位
を算出する事で、高品位シリコン酸化膜を低温形成に役立つ事が期待される。 
 
